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Полупроводниковые графеноподобные 
наночастицы 2H-MCh2 (M = Mo, W; Ch = S, Se; 
структурный тип – 2H-МоS2), («неорганические 
графеноподобные наночастицы», «2D нанострук-
туры», «ультратонкие нанослои», «монослои», 
«слоистые, двумерные (2D), квази-2D нано-
структуры», «послойная самосборка ультра-
тонких нанослоев»), их интеркалаты и наноком-
позиты (графеноподобные 2H-MCh2 / графен) 
перспективны для создания многофункциона-
льных полупроводниковых 2D наноматериалов, 
в частности для: 

• наноэлектроника (полевые транзис-
торы и фототранзисторы, чипы и гибкие 
электронные устройства, основанные на моно-
слоях MoS2);  

• спинтроника; 
• полупроводниковые наномембраны 

(механические и термоэлектрические устройства, 
наноэлектроника, оптоэлектроника); 

• нанокатализ, фотокатализ на полупро-
водниковых наночастицах в видимой области 
спектра (водородная энергетика, экология: 
очистка сточных вод). 

Графеноподобные наночастицы 2H-МоS2 
были получены лабораторной нанотехнологией 
с использованием химического осаждения из 
газовой фазы (CVD). Эта нанотехнология поз-
воляет получать гомогенные графеноподобные 
2H-МоS2 в достаточном количестве с экстрема-
льно малыми средними размерами анизотроп-
ных наночастиц (~ 1 нм для кристаллографичес-
кого направления [013]). Средние размеры ани-
зотропных наночастиц 2H-МоS2 эффективно 
регулируются в широких пределах (для направ-
лений [013] и [110]; данные рентгеновских и 
электронномикроскопических исследований): 
d[013]=2,7(2)–4,7(2) нм, d[110]=8,5(4)–53(3) нм. По 
оценочным данным минимальное число нано-

слоев S–Mo–S (коаксиально оси Z, то есть пара-
метру с элементарной ячейки 2H-MoS2) состав-
ляет 4–8 (наносинтез по схеме «снизу–вверх», 
послойная самосборка нанослоев S–Mo–S). 

Образцы для измерения электрического 
сопротивления были приготовлены холодным 
прессованием микронных и графеноподобных 
2H-МоS2 порошков (усилие прессования –  
(1–1,5)·104 Н, пористость – 20–32 %, размеры 
образцов – 3×15×2 мм3). Изучены зависимости 
электропроводности от температуры для 
графеноподобных наночастиц 2H-МоS2 (со 
средними размерами d[013]=3,9(2)–4,7(2) нм, 
d[110]=17(1)–53(3) нм) и микронного порошка 
природного 2H-МоS2 (для сравнения) по 
стандартной методике четырёхзондовым мето-
дом (77–300 K; постоянный ток; автоматизи-
рованная, компьютеризированная установка). 

Установлено, что графеноподобные 
наночастицы 2H-МоS2 имеют полупроводни-
ковый тип проводимости, как и микронные 
частицы (n-тип). Отношения удельных сопро-
тивлений (ρ) при 77 K и 300 K составляли в 
среднем ~1·104. Зависимости удельных сопро-
тивлений от температуры для графено-
подобных и микронного 2H-МоS2 коррелируют 
со значениями пористости и средними 
размерами анизотропных частиц 2H-МоS2. 
Экспериментальные данные ρ=φ(T) были 
обработаны в виде ln ρ=φ(T, T-1/2, T-1, T-3). 
Проанализированы различия зависимостей 
электропроводности от температуры для 
графеноподобных и микронного 2H-МоS2. 
Обсуждены особенности процессов и 
механизмов переноса носителей тока в 
графеноподобных наночастицах 2H-МоS2 
относительно таковых для микронных частиц.
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